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Résumé

L’effet de la température de frittage des céramiques exempt de Plomb 0.935(Bigs Nags )TiO; -0.065BaTiO; a été étudié dans la
gamme de température 1150°C - 1200°C. La diffraction des rayons X montre que la structure est de type perovskite avec la co-exixtence
de la phase rhombohédrique et tetragonale. Des grains fines et homogenes ont été observé pour les échantillons frittés al150 et 1160°C
et une augmentation de la température de frittage a 1180-1200°C provoque une croissance significative des grains avec 1’apparition des
grosses grains. Les valeurs de la polarisation rémanente P, 4 la température ambiante sont 27, 31, 27 et 29 uC/cm? pour les échantillons
frittés a 1150, 1160, 1180 et 1200°C respectivement. A la température ambiante I’échantillon fritté a1180°C présente de bonnes
performances : la valeur de la constante dié¢lectrique est de 833 a 1 KHz, un facteur de couplage électromécanique K, de I’ordre de0.52 et
un rapport k/k, de I’ordre de 2.08. Il en résulte que ces céramiques peuvent étre utilisés dans les applications des transducteurs
ultrasonores.

Mots clés : Céramiques exempt de plomb, température de frittage, Propriétés piézoélectriques.

Abstract

The influence of sintering temperature of 0.935(Biys Nags )TiO; -0.065BaTiO; lead-free ceramics was studied from 1150°C to
1200°C. The X-ray diffraction patterns showed that all of the BNT6.5BT ceramics exhibited a single perovskite structure with the co-
existence of the rhombohedral and tetragonal phase. A fine and homogeneous grains were observed for samples sintered at 1150 and
1160°C and the increase of the sintering temperature up to 1180-1200°C induces significant grain growth with the appearance of coarse
grains. The values of remnant polarization P, obtained at room temperature are 27, 31, 27 and 29 nC/em?® for specimens sintered at 1150,
1160, 1180 and 1200°C respectively. At room temperature, the sample sintered at 1180°C exhibited good performances: dielectric
constant was 833 at 1 KHz, thick coupling factor k; was 0.52 and the kyk, ratio was 2.08. Therefore, the ceramics can be suitable for
ultrasonic transducers in commercial applications.
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